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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年2月22日(2010.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）１つ以上のグループＩＢの元素および２つ以上の異なるグループＩＩＩＡの元素を
含有する、少なくとも１つの第１層、および
　ｂ）カルコゲン粒子を含有する、少なくとも１つの第２層から構成される１つまたは複
数の別個の層からなる前駆体層を基板の上に形成する工程と、
　前記カルコゲン粒子を溶解し、および、前記カルコゲン粒子と前記前駆体相中の１つ以
上のグループＩＢの元素およびグループＩＩＩＡの元素を反応させてグループＩＢ－ＩＩ
ＩＡ－カルコゲニド化合物の膜を形成するために十分な温度まで前記前駆体層を加熱する
工程とを備え、少なくとも前記前駆体層の粒子の一部が、少なくとも１つのグループＩＢ
－ＩＩＩＡ金属間合金相を含む金属間粒子である、方法。
【請求項２】
　前記第１層が前記第２層の上に形成される請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１層のグループＩＢの元素がグループＩＢ－カルコゲニドの形態をもつ請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１層のグループＩＩＩＡの元素がグループＩＩＩＡ－カルコゲニドの形態をもつ
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記前駆体層を形成する工程が、前記前駆体層を形成するために前記膜を焼成する工程
を備えている、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記前駆体層の上に前記元素状カルコゲン粒子を含有する層を付着させるステップの前
に前記前駆体層の焼結が行われる請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記焼成する工程は不活性ガス内で行われる、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前駆体層とカルコゲン粒子の加熱が、
　前記基板と前駆体層を周囲温度から約２００℃～約６００℃のプラトー温度範囲まで加
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熱する工程と、
　前記基板と前駆体層を約数分の１秒ないし約６０分の間、前記プラトー温度範囲に維持
する工程と、
　次いで前記基板と前駆体層の温度を低くする工程とを備える請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記分散剤の粒子の少なくとも一部はナノ小球の形態にあり、かつ少なくとも１つのグ
ループＩＩＩＡの元素を含有している請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　少なくとも前記前駆体層の粒子の一部が少なくとも１つのグループＩＢ－ＩＩＩＡ金属
間合金相を含む金属間粒子である請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　金属間相が最終固溶体相でない請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　金属間相が固体でない請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　金属間粒子が全粒子に含まれるグループＩＢの元素の約５０モル％以下を占める請求項
１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記金属間粒子は、Ｃｕ１Ｉｎ２，Ｃｕ６８Ｇａ３８，Ｃｕ７０Ｇａ３０，Ｃｕ７５Ｇ
ａ２５からなる群から選択された材料を含有する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記金属間粒子がＣｕが豊富なＣｕ－Ｇａからなる請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　適切な雰囲気が、セレン、硫黄、テルル、Ｈ２、ＣＯ、Ｈ２Ｓｅ、Ｈ２Ｓ、Ａｒ、Ｎ２

またはこれらの組合せあるいはブレンドを少なくとも１つ含有する請求項１～１５のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　１つまたは複数の等級の粒子を1つまたは複数の無機材料でドープする請求項１～１６
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　任意に1つまたは複数の等級の粒子をアルミニウム（Ａｌ）、硫黄（Ｓ）、ナトリウム
（Ｎａ）、カリウム（Ｋ）、またはリチウム（Ｌｉ）から成るグループから選択される一
つまたは複数の無機材料でドープする請求項１～１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記膜が、前記粒子の前駆体層と前記前駆体層と接触しているナトリウムを含む材料か
らなる層で形成される請求項１～１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記膜は、前記粒子からなる前駆体層と、前記前駆体層に接触しているとともにグルー
プ１Ｂの元素、グループＩＩＩＡの元素、グループＶＩＡの元素、グループＩＡの元素（
新しいスタイル：グループ１）、これらのグループの元素のうちのいずれかの元素の二元
および／または多元合金、これらのグループの元素のうちのいずれかの元素の固溶体、銅
、インジウム、ガリウム、セレン、銅インジウム、銅ガリウム、インジウムガリウム、ナ
トリウム、ナトリウム化合物、フッ化ナトリウム、硫化ナトリウムインジウム、セレン化
銅、硫化銅、セレン化インジウム、硫化インジウム、セレン化ガリウム、硫化ガリウム、
セレン化銅インジウム、硫化銅インジウム、セレン化銅ガリウム、硫化銅ガリウム、セレ
ン化インジウムガリウム、硫化インジウムガリウム、セレン化銅インジウムガリウム、お
よび銅硫化インジウムガリウムのうち少なくとも１つを含有している層とから形成されて
いる、請求項１～１９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記粒子がナトリウムを含有する請求項１～２０のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項２２】
　前記粒子が約１原子％以下のナトリウムを含有する請求項１～２１のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項２３】
　前記粒子がＣｕ－Ｎａ、Ｉｎ－Ｎａ、Ｇａ－Ｎａ、Ｃｕ－Ｉｎ－Ｎａ、Ｃｕ－Ｇａ－Ｎ
ａ、Ｉｎ－Ｇａ－Ｎａ、Ｎａ－Ｓｅ、Ｃｕ－Ｓｅ－Ｎａ、Ｉｎ－Ｓｅ－Ｎａ、Ｇａ－Ｓｅ
－Ｎａ、Ｃｕ－Ｉｎ－Ｓｅ－Ｎａ、Ｃｕ－Ｇａ－Ｓｅ－Ｎａ、Ｉｎ－Ｇａ－Ｓｅ－Ｎａ、
Ｃｕ－Ｉｎ－Ｇａ－Ｓｅ－Ｎａ、Ｎａ－Ｓ、Ｃｕ－Ｓ－Ｎａ、Ｉｎ－Ｓ－Ｎａ、Ｇａ－Ｓ
－Ｎａ、Ｃｕ－Ｉｎ－Ｓ－Ｎａ、Ｃｕ－Ｇａ－Ｓ－Ｎａ、Ｉｎ－Ｇａ－Ｓ－Ｎａ、および
Ｃｕ－Ｉｎ－Ｇａ－Ｓ－Ｎａのうちの少なくとも１つを含む、請求項１～２２のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記膜が、前記粒子からなる前駆体層と、有機カンターイオンをもつナトリウム化合物
または無機カウンターイオンをもつナトリウム化合物を含有しているインクとから形成さ
れる請求項１～２３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記膜が、前記粒子からなる前駆体層と、前記前駆体層に接触しているとともにナトリ
ウムを含有している材料からなる層、および／または次の材料のうち少なくとも１つを含
有する粒子：Ｃｕ－Ｎａ、Ｉｎ－Ｎａ、Ｇａ－Ｎａ、Ｃｕ－Ｉｎ－Ｎａ、Ｃｕ－Ｇａ－Ｎ
ａ、Ｉｎ－Ｇａ－Ｎａ、Ｎａ－Ｓｅ、Ｃｕ－Ｓｅ－Ｎａ、Ｉｎ－Ｓｅ－Ｎａ、Ｇａ－Ｓｅ
－Ｎａ、Ｃｕ－Ｉｎ－Ｓｅ－Ｎａ、Ｃｕ－Ｇａ－Ｓｅ－Ｎａ、Ｉｎ－Ｇａ－Ｓｅ－Ｎａ、
Ｃｕ－Ｉｎ－Ｇａ－Ｓｅ－Ｎａ、Ｎａ－Ｓ、Ｃｕ－Ｓ－Ｎａ、Ｉｎ－Ｓ－Ｎａ、Ｇａ－Ｓ
－Ｎａ、Ｃｕ－Ｉｎ－Ｓ－Ｎａ、Ｃｕ－Ｇａ－Ｓ－Ｎａ、Ｉｎ－Ｇａ－Ｓ－Ｎａ、または
Ｃｕ－Ｉｎ－Ｇａ－Ｓ－Ｎａ、および／または前記粒子と有機カンターイオンをもつナト
リウム化合物または無機カウンターイオンをもつナトリウム化合物を含有しているインク
から形成される請求項１～２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　請求項１～２５のいずれか一項に記載の方法によって製造される光起電力デバイス。
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